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АНИЗОТРОПНОЕ СВЕТОИНДУЦИРОВАНОЕ РАССЕЯНИЕ 
В КРИСТАЛЛАХ ПТаОз:Си С ИЗБЫТКОМ ЛИТИЯ

К. Г. БЕЛАБАЕВ, И. Н. КИСЕЛЕВА

Кироваканский химический завод им. Ал. Мясникяна

В настоящее время в кристаллах класса Зп։, к которым относится тан- 
талат лития, обнаружен ряд нелинейных оптических эффектов, связанных 
с возбуждением фотогальванических токов. Было показано, что характе
ристики эффектов существенно зависят от некоторых оптических констант 
кристалла, например, естественного двулучепреломления. Последнее мож
но изменять как температурой, так и условиями его выращивания.

В работе приведены результаты исследования анизотропного светоин- 
дуцироваиного рассеяния в кристаллах 1лТаО3:Си, выращенных из ших
ты с различным содержанием лития. Обнаружена возможность управле
ния угловым положением рассеянного в кристаллах света путем воздей
ствия на его двупреломление вариацией состава кристалла и изменением 
температуры образца.

Показано, что избыток лития, введенный в кристаллы ЫТаО3.Си 
в количестве от 0,01 до 0,06 вес. %, позволяет изменить двупреломление 
кристалла от 3,7-10՜’ до 1,8-10՜“ и угол раствора конуса светоиндуциро
ванного рассеяния от 6,3° до 4,2 .

Иллюстраций 3. Библиографий 11.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ.
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ЧЕТНЫЙ МАГНИТНЫЙ ФОТОЭФФЕКТ В БАРЬЕРНОЙ 
СТРУКТУРЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Р. Р. ВАРДАНЯН

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса

Как известно, при освещении р-п-перехода сильно поглощаемым све
том со стороны боковой поверхности, под воздействием магнитного поля,, 
вектор индукции которого направлен вдоль линии пересечения р-п-пере- 
хода с освещаемой поверхностью, имеет место фотоэлектромагнитный эф
фект в р-п-переходе. При этом, в зависимости от направления вектора ин
дукции магнитного поля фототок через р-п-переход или увеличивается, или 
уменьшается (нечетный эффект).
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В настоящей работе рассматривается влияние магнитного поля на фо
тоток барьерной структуры цилиндрической формы, когда направления 
освещения и индукции магнитного поля совпадают с осью цилиндра. Пу
тем решения уравнения непрерывности, с учетом влияния магнитного по
ля, получены выражения для фототека короткого замыкания барьерной 
■структуры. Показано, чтс фототок уменьшается с увеличением индукции 
магнитного псля, и что это явление не меняется при изменении направле
ния вектора индукции на противоположное (четный магнитный фотоэф
фект). Показано также, чтс в барьерной структуре цилиндрической фор
мы четный магнитный фотоэффект проявляется сильнее, чем в /’-'1-пере
ходе с плоской поверхностью раздела между областями.

Иллюстраций 2. Баб хногрлфий 3.
Полный текст статьи депонирован а ВИНИТИ.
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